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요약

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로 특히, 폴리실리콘 박막트랜지스터를 포함하는 반사투과형 액정표시장치에 관한 
것이다.

반사율을 높이기 위해, 상기 반사판과 반사판의 상부에 구성한 투명전극을 동시에 상기 데이터배선의 상부로 연장 형성
하는 구조에서, 상기 화소전극과 상기 데이터배선과 상기 반사판 사이에 발생하는 기생용량에 의해 상기 화소전극에 인
가된 전압이 왜곡되어 액정의 구동을 불안정한 상태로 만드는 원인이 되었다.

따라서, 이러한 문제를 해결하기 위한 본 발명은, 상기 화소전극과 상기 데이터배선 사이에 전술한 바와 같은 기생용량
이 발생하지 않도록 하기 위해, 상기 반사판을 모두 연결한 후 상기 반사판에 소정의 전압을 인가하는 것을 제안한다.

이와 같이 하면, 상기 데이터배선과 상기 화소전극 사이에 발생하는 수직크로스토크에 의해 액정이 왜곡되는 현상이 발
생하지 않으므로, 선명한 화질의 액정패널을 제작할 수 있다.

대표도
도 7

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 투과형 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 개략적으로 도시한 평면도이고,

도 2는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ`, Ⅱ-Ⅱ`,Ⅲ-Ⅲ`을 따라 절단한 단면도이고,

도 3은 종래에 따른 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 개략적으로 도시한 평면도이고,

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 개략적으로 도시한 평면도이고,

도 5a 내지 도 5e는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ,Ⅵ-Ⅵ,Ⅶ-Ⅶ을 따라 절단하여 공정 순서에 따라 도시한 공정 단면도이고,

도 6은 도 5e의 Q를 확대한 확대 단면도이고,

도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 개략적으로 도시한 평면도이고,

도 8a 내지 도 8e는 도 7의 I-I, J-J, K-K를 따라 절단하여 공정순서에 따라 도시한 공정 단면도이다.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

237 : 액티배선 263 : 투명전극

265 : 어레이브층의 확장부 240 : 게이트전극

242 : 스토리지 전극 243 : 연결배선

250 : 소스전극 252 : 드레인전극

254 : 게이트기판 272 : 반사판

276 : 터미널배선

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치(Liquid crystal display device)에 관한 것으로 특히, 폴리실리콘 박막트랜지스터(Poly sili
con TFT)를 포함한 반사투과형 액정표시장치(Transflective liquid crystal display device)에 관한 것이다.

일반적으로 반사투과형 액정표시장치는 투과형 액정표시장치와 반사형 액정표시장치의 기능을 동시에 지닌 것으로, 백
라이트(back light)의 빛과 외부의 자연광원 또는 인조광원을 모두 이용할 수 있으므로 주변환경에 제약을 받지 않고, 
전력소비(power consumption)를 줄일 수 있는 장점이 있다.

따라서, 반사투과형 액정표시장치의 상업적 적용에 관한 관심이 높아지고 있으며 이에 따른 연구가 활발히 진행되고 있
다.

이하, 도면을 참조하여 일반적인 투과형 액정표시장치용 어레이기판과 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판의 구조
와 제작방법을 설명한다.
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도 1은 일반적인 투과형 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 도시한 평면도이다.

    
도시한 바와 같이, 어레이기판(2)은 일 끝단에 소정면적의 게이트패드(4)를 포함한 다수의 게이트배선(6)과 이와는 
평행하게 구성된 스토리지배선(7)과, 상기 두 배선과 교차하며 특히 상기 게이트배선(6)과는 화소영역(P)을 정의하는 
동시에 일 끝단에 소정면적의 데이터패드(8)를 포함하는 다수의 데이터배선(10)이 형성된다. 상기 화소영역(P)상부
에는 투명한 화소전극(18)이 형성되고, 상기 게이트패드 콘택홀(32)을 통해 게이트패드(4)와 접촉하는 게이트패드 단
자(5)와 상기 데이터패드 콘택홀(34)을 통해 데이터패드(8)와 접촉하는 데이터패드 단자(9)는 외부로부터 신호를 인
가 받는 수단이 된다.
    

상기 게이트배선(6)과 데이터배선(10)의 교차지점에는 게이트전극(12)과 소스전극(14)및 드레인전극(16)과 액티브
층(17)으로 구성된 박막트랜지스터(T)가 구성된다.

이때, 상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극(12)을 액티브층(17)의 상부에 구성한 코플라나(coplanar)구조이며, 상
기 액티브층(17)은 다결정 실리콘으로 형성된다.

상기 화소전극(18)은 드레인 콘택홀(28)을 통해 상기 드레인전극(16)과 접촉하여 구성된다.

상기 게이트 전극(12)은 상기 게이트배선(6)과 연결되며, 상기 소스전극(14)은 상기 데이터배선(10)과 연결되어 구
성된다.

상기 스토리지 배선(7)이 지나가는 일부 화소영역(P)은 보조 용량부(C) 이다.

상기 보조 용량부는 스토리지 콘택홀(30)을 통해 상기 화소전극(18)과 접촉한 섬(island)형상의 금속층(15)이 상기 
스토리지 배선(7)의 일부와 함께 전하를 축적하는 방식으로 구성된다.

전술한 바와 같은 구조로 폴리실리콘 박막트랜지스터가 구성된 액정표시장치용 어레이기판이 구성되며 이하, 도 2의 단
면도를 참조하여 제조공정을 간략히 설명한다.

도시한 바와 같이, 투명 절연기판(2)상부에 제 1 절연막인 버퍼층(20)을 형성하고, 상기 버퍼층(20) 상부에 아일랜드 
형상의 반도체층(17)을 형성한다.

상기 반도체층(17)의 가운데 부분은 액티브 채널(Active channel)로서 기능을 하는 제 1 액티브 영역(17a)으로, 상
기 반도체층(17)의 양측은 불순물이 도핑되는 제 2 액티브 영역(17b,17c)으로 정의한다.

다음으로, 상기 반도체층(17)상부에 제 2 절연막인 게이트 절연막(22)을 형성한다.

다음으로, 상기 게이트 절연막(22) 상부에 도전성 금속물질을 증착하고 패턴하여, 상기 반도체층(17) 상부에 게이트
전극(12)과, 상기 게이트전극(12)과 연결되어 일 방향으로 연장된 게이트배선(6)과, 상기 게이트배선(6)의 일 끝단에
는 소정면적의 게이트패드(4)를 형성한다.

동시에, 상기 게이트배선(도 1의 6)과 평행하게 일 방향으로 연장된 스토리지 배선(7)을 형성한다.

다음으로, 상기 게이트전극(12)등이 구성된 기판(2)의 전면에 절연물질을 증착하여 제 3 절연막인 층간 절연막(24)을 
형성한 후, 상기 층간절연막과 하부의 게이트 절연막을 패턴하여, 상기 제 2 액티브 영역(17b,17c)의 일부를 각각 노
출한다.

다음으로, 상기 노출된 제 2 액티브 영역(17b,17c)에 불순물을 도핑하여 오믹콘택층(23a,23b)을 형성한다.
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상기 오믹콘택층(23a,23b)이 형성된 기판(2)의 전면에 도전성 금속물질을 증착하고 패턴하여, 상기 제 2 액티브 영역
(17b,17c)과 접촉하는 소스전극 및 드레인전극(14,16)과 스토리지 캐패시터의 상부전극(15)을 형성하고, 상기 소스
전극(14)과 연결되어 일 방향으로 연장되며 일 끝단에는 소정면적의 데이터패드(8)가 형성된 데이터배선(10)을 형성
한다.

다음으로, 상기 소스전극 및 드레인전극(14,16)상부에 투명한 유기절연물질로 제 4 절연막인 보호층(26)을 형성한 후 
패턴하여, 상기 드레인 전극(16)과, 상기 스토리캐패시터의 상부전극(15)의 일부와 상기 게이트패드(4)와 상기 데이
터패드(8)를 노출하는 드레인 콘택홀(28)과, 스토리지 콘택홀(30)과, 게이트패드 콘택홀(32)과 데이터패드 콘택홀(
34)을 형성한다.

다음으로, 상기 제 4 절연막(26)상에 투명 도전성 금속을 증착하고 패턴하여, 상기 노출된 드레인전극(16)과 접촉하
는 화소전극(18)과, 상기 게이트패드(4)와 접촉하는 게이트 패드단자(5)와 상기 데이터패드(8)와 접촉하는 데이터패
드 단자(9)를 형성한다.

전술한 바와 같은 방법으로 종래의 제 1 예에 따른 투과형 액정표시장치용 어레이기판을 제작할 수 있다.

그러나, 상기 투과형 액정표시장치는 앞서 언급하였듯이 광원에 따른 제한성에 의해 전력소비가 크기 때문에 이를 탈피
하기 위해 반사투과형 액정표시장치가 개발되고 있다.

이하, 도 3은 종래의 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 도시한 확대평면도이다.

반사투과형 어레이기판(30)은 평면적으로, 상기 화소영역(P)에 구성된 화소전극(63,72)의 구성을 제외한 부분은 상
기 투과형 어레이기판의 구조와 실질적으로 동일하다. 즉, 투명한 절연기판(30)상에 스위칭소자인 박막트랜지스터(T)
가 매트릭스 형태(matrix type)로 위치하고, 이러한 다수의 박막트랜지스터(T)를 교차하여 지나가는 게이트배선(41)
과 데이터배선(54)이 형성된다.

상기 박막트랜지스터(T)는 폴리실리콘(poly silicon)을 액티브층으로 형성한 폴리실리콘 박막트랜지스터로, 게이트전
극(40)을 소스전극(50)및 드레인전극(52)하부에 구성한 코플라나(coplanar)구조이다.

상기 게이트배선(41)과 데이터배선(54)의 일 측 끝단에는 외부로부터 신호를 입력받는 게이트패드(44)와 데이터패드
(56)가 구성되며, 상기 각 패드(44,56)은 투명도전막으로 형성된 게이트패드 단자(64)와 데이터 패드단자(66)와 접
촉하여 구성된다.

상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극(40)과 소스전극(50)및 드레인전극(52)과 상기 게이트전극(40) 하부에 구성
된 액티브층(36)을 포함한다

상기 액티브층은 상기 화소영역(P)상에 소정면적으로 연장된 확장부(37)를 가진다..

전술한 구성에서, 상기 게이트배선(41)과 동일물질로 스토리지 배선(42)이 구성되며, 상기 스토리지 배선(42)은 다수
의 화소영역(P)을 거쳐 일 방향으로 구성된다.

전술한 구성에서, 상기 스토리지 배선(42)은 상기 화소영역(P)의 상부에서 소정면적을 가지도록 확장된 확장영역(43)
을 포함한다.

상기 스토리지 배선(42)의 확장영역(43) 상부에는, 상기 투명한 화소전극(63)을 노출하는 제 2 드레인 콘택홀(48b)
을 통해 상기 화소전극(63)과 접촉하는 반사전극(72)이 적층된다.

상기 화소전극(63)은 상기 드레인전극(52)을 노출하는 제 1 드레인 콘택홀(62)을 통해 상기 드레인전극(52)과 접촉
하여 구성한다.
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이와 같은 구성에서, 상기 화소영역(P)에는 스토리지 용량부(C)와 반사부(E)가 동시에 구성된다.

즉, 상기 액티브층의 확장부(37)와 상기 스토리지 배선(42)의 확장영역(43)이 각각 제 1 , 제 2 캐패시터전극의 기능
을 하는 제 1 스토리지 용량부와, 상기 스토리지 배선의 확장영역(43)과 상기 화소전극(63)이 각각 제 1, 제 2 캐패시
터전극의 기능을 하는 제 2 스토리지 용량부가 그것이다.

또한, 상기 스토리지 용량부(C)의 상부에는 반사전극(72)이 구성되어 있기 때문에 화소영역(P)의 반사부(E)에 해당
된다. 물론 상기 반사부를 제외한 나머지 화소영역은 투과부(F)에 해당한다.

전술한 구성은 상기 반사전극을 투명전극 상부에 절연막을 사이에 두고 구성하고, 상기 절연막에 구성된 콘택홀(70)을 
통해 상기 반사전극과 투명전극을 접촉하도록 하는 구성이다.

따라서, 종래의 제 1 예에 따른 투과형 어레이기판의 공정에 비해 다수의 공정을 필요로 하며 이에 따른 재료비의 증가
를 가져온다.

전술한 바와 같은 공정으로 종래의 제 2 예에 따른 폴리실리콘 박막트랜지스터를 포함하는 반사투과형 액정표시장치용 
어레이기판을 제작할 수 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래의 반투과형 어레이기판을 제작하기 위해서는 상기 반사판을 상기 투명전극과 접촉하도록 하기 위해, 콘택
홀을 형성하는 공정과 더불어 재료비의 증가에 의한 공정수율과 생산성이 저하되는 문제가 있다.

따라서, 이러한 문제를 해결하기 위한 본 발명은 상기 반사판을 투명전극의 하부에 구성하되 독립적으로 구성하는 동시
에, 상기 반사판을 화소영역의 주변에 구성하여 반사율을 높이는 구조를 제안하여 공정수율 감소와 생산성 향상과 더불
어 선명한 화질을 가지는 반사투과형 액정표시장치를 제작하는 것을 목적으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

    
전술한 바와 같은 목적을 달성하기위한 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 기판은 기판과; 상기 기판 상에 
반도체층인 액티브층과 게이트전극과 드레인전극 및 소스전극의 순서로 구성된 박막트랜지스터와; 상기 게이트전극과 
연결되고 일 끝단에 소정면적의 게이트패드를 포함하는 게이트배선과, 상기 게이트배선과 소정간격 이격되어 평행하게 
구성되는 스토리지전극과; 상기 게이트배선과 교차하여 다수의 화소영역을 정의하고, 상기 소스전극과 연결되며 일 끝
단에 소정면적의 소스패드를 포함하는 데이터배선과; 상기 액티브층에서 상기 화소영역으로 소정면적 연장된 확장부와
; 상기 확장부의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성되는 반사판에 있어서, 상기 화소영역을 정의하는 데이터배선의 일 
측 상부에 연장하여 구성되는 동시에, 다수가 서로 연결되어 구성된 반사판과; 상기 반사판의 상부에 절연막을 사이에 
두고 구성되는 동시에 상기 화소영역을 정의하는 데이터배선의 일 측 상부에 연장형성 되고, 상기 드레인전극과 접촉하
는 화소전극을 포함한다.
    

상기 스토리지배선은 상기 게이트 배선과 동일층 동일물질로 구성된다.

상기 서로 연결된 다수의 반사판을 기판의 외곽에서 하나로 연결하는 터미널배선이 더욱 구성된 것을 특징으로 한다.

    
본 발명의 특징에 따른 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판의 제조방법은 기판을 준비하는 단계와; 상기 기판 상에 
반도체층인 액티브층과 게이트전극과 드레인전극 및 소스전극의 순서로 박막트랜지스터를 형성하는 단계와; 상기 게이
트전극과 연결되고 일 끝단에 소정면적의 게이트패드를 포함하는 게이트배선과, 상기 게이트배선과 소정간격 이격되어 
평행하게 스토리지 전극을 형성하는 단계와; 상기 게이트배선과 교차하여 다수의 화소영역을 정의하고, 상기 소스전극
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과 연결되며 일 끝단에 소정면적의 소스패드를 포함하는 데이터배선을 형성하는 단계와; 상기 액티브층에서 상기 화소
영역으로 소정면적 연장된 확장부를 형성하는 단계와; 상기 확장부의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성되는 반사판에 
있어서, 상기 화소영역을 정의하는 데이터배선의 일 측 상부에 연장하여 구성되는 동시에, 서로 연결되어 구성되는 반
사판을 형성하는 단계와; 상기 반사판의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성되는 동시에 상기 데이터배서의 일 측 상부
에 연장형성 되고, 상기 드레인전극과 접촉하는 화소전극을 형성하는 단계를 포함한다.
    

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설명한다.

-- 제 1 실시예 --

본 발명은 투명전극의 하부에 플로팅(floating)한 상태로 반사판을 구성하는 동시에 상기 반사판을 화소영역의 둘레에 
구성하되 화소영역을 정의하는 데이터배선의 상부로 겹쳐 형성하는 것을 특징으로 한다.

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 일부(단일 화소영역)를 개략적으로 도시한 평면도
이다.

도시한 바와 같이, 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판(165)은 서로 교차하여 화소영역(P)을 정의하는 다수의 게
이트배선(141)과 데이터배선(154)을 형성한다.

상기 게이트배선(141)과 데이터배선(154)의 절연막(미도시)을 사이에 두고 형성한다.

상기 게이트배선(141)을 일 끝단에는 외부로부터 주사신호를 입력받는 게이트패드(164)를 포함하고, 상기 데이터배
선(154)은 일 끝단에는 외부로부터 영상신호를 입력받는 데이터패드(156)를 포함한다.

상기 두 배선이 교차하는 교차지점에는 박막트랜지스터(T)가 구성되며, 상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극(140)
이 액티브층(136)의 상부에 위치하는 코플라나 구조(coplanar structure)이다,

상기 박막트랜지스터(T)는 액티브층(136)과 상기 액티브층(136)의 상부에 구성된 게이트전극(140)과, 상기 게이트
전극(140)의 양측에 위치하고 상기 액티브층(136)과 콘택홀(148a, 148b)을 통해 접촉하는 소스전극(150)과 드레인
전극(152)으로 구성된다.

이때, 상기 소스전극(150)은 상기 데이터배선(154)과 전기적으로 연결되어 형성한다.

다수의 화소영역(P)의 전면에는 상기 드레인전극(152)과 접촉하는 투명한 화소전극(163)이 구성되며, 상기 화소영역
(P)의 둘레에는 상기 액티브층(136)에서 연장된 연장부(137)가 위치한다.

상기 액티브층(136)의 연장부(137)의 상부에, 상기 연장부(137)와 동일한 형상으로 스토리지 전극(142)이 구성되며, 
상기 스토리지 전극(142)의 상부에는 스토리지 전극(142)과 평면적으로 겹쳐 구성되고, 상기 화소영역(P)을 정의하
는 데이터배선(154)의 상부로 연장되어 상기 투명 화소전극(163)의 일부와 평면적으로 겹쳐 형성된 반사판(172)이 
구성된다.

이때, 상기 각 화소영역(P)에 구성된 다수의 스토리지 전극(142)은 연결배선(143)을 통해 모두 연결되어 동일한 신호
를 받게되며, 상기 연결배선(143)은 상기 데이터배선(154)과 교차된다.

전술한 구성에서, 상기 반사투과형 액정표시장치의 단일 화소영역(P)은 상기 반사판(172)이 구성된 화소영역의 둘레
가 반사부(R)로 정의되며, 상기 화소영역의 중앙에는 반사판이 존재하지 않기 때문에 투과부(S)로 정의된다.

또한, 상기 반사판(172)이 구성된 영역은 스토리지 캐패시터(C)가 구성된 영역이다.
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이와 같은 구성은 상기 반사부(R)가 상기 데이터배선(154)의 상부로 겹쳐 구성된 형태이므로 반사율이 개선되어 선명
한 화질을 가지는 액정패널을 제작할 수 있으며, 또한 종래에 비해 상기 반사판(172)이 상기 투명 화소전극(163)의 
하부에서 플로팅(floating)된 구조로 형성되므로, 상기 반사판(172)과 상기 투명 화소전극(163)을 접촉하기 위한 추
가적인 공정이나 재료가 필요치 않다.

이하, 도 5a 내지 5e를 참조하여 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 제조방법을 설명한다.

도 5a 내지 5e는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ,Ⅵ-Ⅵ,Ⅶ-Ⅶ을 따라 절단하여 공정순서에 따라 도시한 공정 단면도이다.

먼저, 5a에 도시한 바와 같이, 투명 절연기판(130)상에 실리콘 산화막(SiO 2 )과 실리콘 질화막(SiNx )으로 구성된 무
기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하여 제 1 절연막인 버퍼층(buffer layer)(132)을 형성한다.

상기 버퍼층(132)은 필수적인 구성요소는 아니며 필요에 따라 구성을 생략할 수 있다.

다음으로, 상기 버퍼층(132) 상부에 비정질 실리콘(a-Si:H)을 증착한 후 소정의 방법으로 결정화하여 폴리실리콘층
(134)으로 형성한다.

다음으로, 도 5b에 도시한 바와 같이, 상기 폴리실리콘층을 패턴하여 상기 박막트랜지스터(T)가 위치하는 영역과 상기 
화소영역(P)에 걸쳐 아일랜드 형상의 반도체층(136)을 형성한다. 동시에, 상기 반도체층에서 화소영역(도 4의 P)상으
로 연장한 연장부(137)를 구성한다.

이때, 상기 연장부(137)는 화소영역(P)의 둘레에 " ??" 형상으로 구성한다.

상기 반도체층(136)은 액티브채널(active channel)의 기능을 하는 제 1 액티브영역(A)과, 불순물이 도핑되는 제 2 
액티브영역(B)으로 정의한다.

상기 반도체층(136)이 형성된 기판(130)의 상부에 실리콘 질화막(SiN x )과 실리콘 산화막(SiO2 )을 포함하는 무기절
연 물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하여 제 2 절연막인 게이트 절연막(138)을 형성한다.

다음으로, 상기 반도체층(136)의 상부에 도전성 금속을 증착하고 패턴하여, 상기 제 1 액티브 영역(A)의 상부에 게이
트전극(140)과, 상기 게이트전극(140)과 연결되어 일 방향으로 구성된 게이트배선(도 4의 141)과, 상기 게이트배선
의 일 끝단에 소정면적으로 형성된 게이트패드(144)를 형성한다.

동시에, 상기 게이트배선(141)과 소정간격 이격하여 평행하게 스토리지 전극(142)을 형성하며, 상기 스토리지 전극(
142)은 다른 화소영역에 구성된 스토리지 전극에 연결된 연결부(143)에 전기적으로 연결된다.

이때, 상기 스토리지 전극(142)또한 상기 액티브층의 연장부 상부에 " ??" 형상으로 구성한다.

다음으로 상기 게이트전극(140)형성 후에 상기 제 2 액티브 영역(B)에 저항성 접촉층을 형성하기 위해 이온도핑(ion 
doping)을 한다. 이때 상기 게이트전극(140)은 상기 제 1 액티브영역(A)에 도펀트(dopant)가 침투하는 것을 방지하
는 이온스타퍼(ion stopper)의 역할을 하게된다.

상기 이온도핑 시 도펀트의 종류에 따라 상기 반도체층(136)의 전기적 특성이 바뀌게 되며, 상기 도펀트가 B 2H6등의 
3족원소가 도핑이 되면 P형 반도체로, PH 3등의 5족원소가 도핑이 되면 N형 반도체로서 동작을 하게 된다.

상기 도펀트는 반도체 소자의 사용 용도에 따라 적절한 선택이 요구된다.

상기 이온 도핑공정 후에 상기 도펀트를 활성화 하는 공정으로 진행된다.
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다음으로, 도 5c에 도시한 바와 같이, 상기 게이트 전극(140)등이 형성된 기판(130)의 전면에 절연물질을 증착하여, 
제 3 절연막(146)인 층간 절연막(146)을 형성한 후 패턴하여, 상기 제 2 액티브영역(B)으로 정의된 반도체층(136)
을 노출하는 제 1 콘택홀과 제 2 콘택홀(148a, 148b)을 노출한다.

다음으로, 상기 제 3 절연막(146)의 상부에 알루미늄(Al), 알루미늄합금, 크롬(Cr), 텅스텐(W), 몰리브덴(Mo), 네오
듐(Nb)을 포함하는 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하고 패턴하여, 상기 노출된 제 2 액티브 영역(B)에 접촉하
는 소스전극(150)과 이와는 소정간격 이격된 드레인전극(152)을 형성한다.

동시에, 상기 소스전극(150)과 연결되어 일 방향으로 연장되고 일 끝단에 소정면적의 데이터패드(156)를 포함하는 데
이터배선(154)을 형성한다.

상기 데이터배선(154)은 상기 게이트배선(도 7의 141)과 교차하여 화소영역(P)을 정의한다.

전술한 바와 같은 공정을 통해 폴리실리콘 박막트랜지스터(T)가 구성된다.

다음으로, 도 5d에 도시한 바와 같이, 상기 박막트랜지스터(T)상부에 절연물질을 증착하여 제 4 절연층(158)을 형성
한 후, 상기 TFT의 수소화를 진행한다.

다음으로, 상기 제 4 절연막(158)상부에 반사율 이 뛰어난 알루미늄(Al), 알루미늄 합금과 같은 도전성 금속그룹 중 
선택된 하나를 증착하고 패턴하여, 상기 화소영역(P)상부에 반사판(172)을 형성한다.

상기 반사판(172)은 상기 " ??" 형상의 스토리지전극과 평면적으로 겹쳐지도록 구성하는 동시에, 화소영역을 정의하는 
데이터배선과 일부 겹쳐지도록 구성한다.

다음으로, 5e에 도시한 바와 같이, 상기 반사판(172)이 형성된 기판(130)의 전면에 벤조사이클로부텐(benzocyclob
utene)과 아크릴(acryl)계 수지(resin)를 포함하는 투명한 유기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하고 패턴하여 
제 5 절연막(160)을 형성한다.

다음으로, 상기 제 5 절연막(160)을 패턴하여 상기 드레인전극(152)을 노출하는 드레인 콘택홀(162)과 상기 게이트
패드(144)를 노출하는 게이트패드 콘택홀(164)과, 상기 데이터패드(156)를 노출하는 데이터패드 콘택홀(166)을 형
성한다.

다음으로, 상기 다수의 콘택홀이 형성된 제 5 절연막(160)상에 인듐-틴-옥사이드(Indium-tin-oxide)와 인듐-징
크-옥사이드(Indium-zinc-oxide)를 포함한 투명 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하고 패턴하여 상기 노출된 
드레인전극(152)과 접촉하면서 상기 화소영역(P)상에 구성된 화소전극(163)과, 상기 게이트패드(164)와 접촉하는 
게이트패드 단자(170)와 상기 데이터패드(166)와 접촉하는 데이패드 단자(174)를 형성한다.

전술한 구성에서, 상기 액티브층의 확장부(137)와 상기 스토리지배선의 확장영역(143)이 제1 , 제 2 캐패시터 전극의 
기능을 하여 제 1 스토리지 용량부(C1 )를 구성하고, 상기 스토리지 배선의 확장영역(143)과 상기 화소전극(163)이 
각각 제 1, 제 2 캐패시터 전극의 기능을 하여 제 2 스토리지 용량부(C 2 )를 구성한다.

전술한 바와 같은 방법으로 본 발명에 따른 폴리실리콘 박막트랜지스터를 포함한 반사투과형 액정표시장치용 어레이기
판을 제작할 수 있다.

전술한 공정에서, 본 발명에 따른 어레이기판 구조는 상기 투명전극 하부에 반사판을 형성한 구조임으로, 종래와 비교
하여 별도의 제 6 절연층을 형성할 필요가 없다. 그에 따라서 상기 투명전극과 접촉하기 위한 별도의 콘택홀과, 상기 반
사전극을 형성한 후, 상기 게이트패드 단자와 데이터패드 단자를 별도로 노출하기 위한 공정이 필요치 않다.

또한, 상기 반사판을 상기 데이터배선의 상부로 연장형성하는 구조이기 때문에 반사율을 더 개선할 수 있으므로 선명한 
화질을 가지는 반사투과형 액정패널을 제작할 수 있다.
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그러나, 전술한 구성에서 상기 반사판과 상기 투명화소전극을 상기 데이터배선의 상부로 연장 형성하는 구조에서, 상기 
데이터배선과 상기 투명 화소전극과 상기 반사판이 겹치는 영역에서 기생용량이 발생할 수 있으며, 이러한 기생용량은 
상기 화소전극에 흐르는 신호를 왜곡시킬 수 있다.

이하, 도 6을 참조하여 설명한다.

도 6은 도 5e의 Q를 확대한 확대 단면도이다.

도시한 바와 같이, 화소영역을 정의하는 데이터배선(154)의 양측 상부에 각 화소에 구성된 반사판(172)과, 상기 반사
판(172)의 상부에 구성된 투명 화소전극(163)이 연장 형성된다.

이때, 상기 데이터배선(154)과 반사판(172)과의 사이에 제 1 기생용량(C 1 )이 발생하게 되고, 상기 반사판(172)과 
상기 투명 화소전극(163)사이에 제 2 기생용량(C 2 )이 발생한다.

전술한 바와 같은 기생용량에 의해 상기 화소전극(163)에 인가된 화소전압이 왜곡되는 현상을 수직 크로스토크(cros
s talk)라 하며, 이러한 수직 크로스토크는 화질불량을 유발하는 원인이 된다.

따라서, 이러한 화질불량을 방지하기 위한 개선된 구조를 이하, 제 2 실시예를 통해 설명한다.

-- 제 2 실시예 --

본 발명의 제 2 실시예의 특징은 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판의 구성 중 반사판을 투명한 화소전극의 하부
에 플로팅 구조로 구성하고, 어레이기판에 구성된 모든 반사판을 연결하는 동시에, 상기 연결된 반사판에 별도의 직류
전압을 인가하는 것을 특징으로 한다.

이하, 도 7은 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 일부를 개략적으로 도시한 평면도이다.

반사투과형 액정표시장치용 어레이기판(265)은 서로 교차하여 화소영역(P)을 정의하는 다수의 게이트배선(241)과 
데이터배선(254)을 형성한다.

상기 게이트배선(241)과 데이터배선(254)은 절연막(미도시)을 사이에 두고 형성한다.

상기 게이트배선(241)의 일 끝단에는 외부로부터 주사신호를 입력받는 게이트패드(244)를 포함하고, 상기 데이터배
선(254)은 일 끝단에는 외부로부터 영상신호를 입력받는 데이터패드(256)를 포함한다.

상기 두 배선이 교차하는 교차지점에는 박막트랜지스터(T)가 구성되며, 상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극(240)
이 액티브층(236)의 상부에 위치하는 코플라나 구조(coplanar structure)이다,

상기 박막트랜지스터(T)는 액티브층(236)과 상기 액티브층(236)의 상부에 구성된 게이트전극(240)과, 상기 게이트
전극(240)의 양측에 위치하고 상기 액티브층(236)과 콘택홀(248a, 248b)을 통해 접촉하는 소스전극(250)과 드레인
전극(252)으로 구성된다.

이때, 상기 소스전극(250)은 상기 데이터배선(254)과 전기적으로 연결되어 형성한다.

다수의 화소영역(P)의 전면에는 상기 드레인전극(252)과 접촉하는 투명한 화소전극(263)이 구성되며, 상기 화소영역
(P)의 둘레에는 상기 액티브층(236)에서 연장된 연장부(237)가 위치한다.

상기 액티브층(236)의 연장부(237)의 상부에, 상기 연장부(237)와 동일한 형상으로 스토리지 전극(242)이 구성되며, 
상기 스토리지 전극(242)의 상부에는 스토리지 전극(242)과 평면적으로 겹쳐 구성되고, 상기 화소영역(P)을 정의하
는 데이터배선(254)의 상부로 연장되어 상기 투명 화소전극(263)의 일부와 평면적으로 겹쳐 형성된 반사판(272)이 
구성된다.
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이때, 상기 각 화소영역(P) 구성된 다수의 스토리지 전극(242)은 연결배선(243)을 통해 모두 연결되어 동일한 신호를 
받게되며, 상기 연결배선(243)은 상기 데이터배선(254)의 교차된다.

상기 전술한 구성은, 상기 반사판과 상기 투명한 화소전극은 상기 데이터배선의 상부로 연장형성되어 상기 데이터배선
의 일부와 겹쳐지는 영역이 발생한다.

따라서, 상기 서로 겹쳐 구성되는 상기 반사판과 상기 화소전극 사이에 발생하는 기생용량에 의한 화소전압의 왜곡현상
이 발생하게된다.

이를 해결하기 위한 방법으로, 본 발명에 따른 반사투과형 어레이기판의 특징은 상기 반사판(272)을 하나로 연결하여 
다수의 반사판 그룹을 형성하고, 상기 하나로 연결된 반사판(272)에 별도의 신호전압을 입력하기 위한 터미널 배선(2
76)을 구성한다.

상기 터미널 배선(276)은 패널의 양측에 구성되어, 상기 하나로 연결된 반사판 그룹을 홀수번째와 짝수번째로 나누어 
구성할 수 있다.

이때, 신호 입력단자(278)는 어레이기판의 양측에 각각 두 개를 만들면 된다. 다른 방법으로는 상기 터미널 배선(276)
이 기판의 주변을 따라 구성되며 모든 반사판 그룹과 연결된 구조이다.

이와 같이 구성하면, 상기 다수의 반사판에 신호를 인가할 신호 입력단자(276)는 하나만 구성해 주면 된다.

결과적으로, 상기 투명 화소전극(263)과 데이터배선(254)이 겹쳐지는 부분에서의 화소전압 왜곡을 방지 할 수 있으므
로, 이 부분에 위치하는 액정분자가 정상적으로 동작할 수 있게 된다.

전술한 구성에서, 상기 반사투과형 액정표시장치의 단일 화소영역(P)은 상기 반사판(172)이 구성된 화소영역의 둘레
가 반사부(R)로 정의되며, 상기 화소영역(P)의 중앙에는 반사판(272)이 존재하지 않기 때문에 투과부(S)로 정의된다.

또한, 상기 반사판(272)이 구성된 영역은 스토리지 캐패시터(C)가 구성된 영역이다.

이하, 도 8a 내지 8e를 참조하여 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 제조방법을 설명한다.

도 8a 내지 8e 도 7의 H-H, I-I, J-J을 따라 절단하여 공정순서에 따라 도시한 공정 단면도이다.

먼저, 도 8a에 도시한 바와 같이, 투명 절연기판(230)상에 산화 실리콘(SiO 2 )과 질화 실리콘(SiNx )으로 구성된 무기
절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하여, 제 1 절연막인 버퍼층(buffer layer)(232)을 형성한다.

상기 버퍼층(232)은 필수적인 구성요소는 아니며 필요에 따라 구성을 생략할 수 있다.

다음으로, 상기 버퍼층(232)상부에 비정질 실리콘(a-Si:H)을 증착한 후 소정의 방법으로 결정화하여 폴리실리콘층(
234)으로 형성한다.

다음으로, 도 8b에 도시한 바와 같이, 상기 폴리실리콘층(도 7a의 236)을 패턴하여 상기 박막트랜지스터(도 7의 T)가 
위치하는 영역과 상기 화소영역에 걸쳐 아일랜드의 반도체층(236)을 형성한다. 동시에, 상기 반도체층에서 화소영역(
도 7의 P)상으로 연장한 연장부(237)를 구성한다.

이때, 상기 연장부는 화소영역의 둘레에 " ??" 형상으로 구성한다.

상기 반도체층(236)은 액티브채널(active channel)의 기능을 하는 제 1 액티브영역(A)과, 불순물이 도핑되는 제 2 
액티브영역(B)으로 정의한다.
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상기 반도체층(236)이 형성된 기판(230)의 상부에 실리콘 질화막(SiN x )과 실리콘 산화막(SiO2 )을 포함하는 무기절
연 물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하여 제 2 절연막인 게이트 절연막(238)을 형성한다.

다음으로, 상기 반도체층(236)의 상부에 도전성 금속을 증착하고 패턴하여, 상기 제 1 액티브 영역(A)의 상부에 게이
트전극(240)과, 상기 게이트전극(240)과 연결되어 일 방향으로 구성된 게이트배선(241)과, 상기 게이트배선의 일 끝
단에 소정면적으로 형성된 게이트패드(244)를 형성한다.

동시에, 상기 게이트배선(141)과 소정간격 이격하여 평행하게 스토리지 전극(242)을 형성하며, 상기 스토리지 전극(
242)은 다른 화소영역에 구성된 스토리지 전극에 연결된 연결부(243)에 전기적으로 연결된다.

이때, 상기 스토리지 전극(242)또한 상기 액티브층의 연장부 상부에 " ??" 형상으로 구성한다.

다음으로 상기 게이트전극(240)형성 후에 상기 제 2 액티브 영역(B)에 저항성 접촉층을 형성하기 위해 이온도핑(ion 
doping)을 한다. 이때 상기 게이트전극(240)은 상기 제 1 액티브영역(A)에 도펀트(dopant)가 침투하는 것을 방지하
는 이온스타퍼(ion stopper)의 역할을 하게된다.

상기 이온도핑 시 도펀트의 종류에 따라 상기 반도체층(236)의 전기적 특성이 바뀌게 되며, 상기 도펀트가 B 2H6등의 
3족원소가 도핑이 되면 P형 반도체로, PH 3등의 5족원소가 도핑이 되면 N형 반도체로서 동작을 하게 된다.

상기 도펀트는 반도체 소자의 사용 용도에 따라 적절한 선택이 요구된다.

상기 이온 도핑공정 후에 상기 도펀트를 활성화 하는 공정으로 진행된다.

다음으로, 상기 게이트 전극(240)등이 형성된 기판(230)의 전면에 절연물질을 증착하여 제 3 절연막(246)인 층간 절
연막(246)을 형성한 후 패턴하여, 상기 제 2 액티브영역(B)으로 정의된 반도체층을 노출하는 제 1 콘택홀과 제 2 콘
택홀(248a, 248b)을 노출한다.

다음으로, 도 8c에 도시한 바와 같이, 상기 제 3 절연층(246)의 상부에 알루미늄(Al), 알루미늄합금, 크롬(Cr), 텅스
텐(W), 몰리브덴(Mo), 네오듐(Nb)을 포함하는 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하고 패턴하여, 상기 노출된 
제 2 액티브 영역(B)에 접촉하는 소스전극(250)과 이와는 소정간격 이격된 드레인전극(252)을 형성한다.

동시에, 상기 소스전극(250)과 연결되어 일 방향으로 연장되고 일 끝단에 소정면적의 데이터패드(256)를 포함하는 데
이터배선(254)을 형성한다.

상기 데이터배선(254)은 상기 게이트배선(도 7의 241)과 교차하여 화소영역(P)을 정의한다.

전술한 바와 같은 공정을 통해 폴리실리콘 박막트랜지스터(T)가 구성된다.

상기 박막트랜지스터(T)상부에 절연물질을 증착하여 제 4 절연층(258)을 형성한 후, 상기 TFT의 수소화를 진행한다.

다음으로, 상기 제 4 절연막(258)상부에 반사율 이 뛰어난 알루미늄(Al), 알루미늄 합금과 같은 도전성 금속그룹 중 
선택된 하나를 증착하고 패턴하여, 상기 화소영역(P)상부에 스토리지전극과 평면적으로 겹쳐지도록 " ??" 형상의 반사
판(272)을 형성한다.

또한, 상기 다수의 화소영역(P)상에 구성된 각 반사판(272)은 상기 데이터배선(254)과 교차하여 형성된 상기 반사판 
연결배선(274)에 의해 연결된다.

즉, 따라서 일 방향으로 구성된 다수의 반사판(272)이 상기 연결배선(274)에 의해 하나로 연결되며 이를 편의상 " 반
사판 그룹" 이라 칭하도록 한다.
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전술한 바와 같이, 다수의 반사판(272)을 하나로 연결하여 구성하는 이유는 상기 화소영역(P)상에 구성된 반사판(27
2)에 별도의 직류전압을 인가하기 위해서다.

상기 기판에 구성되는 다수의 반사판(272)에는 동일한 전압이 인가되기 때문에, 상기 일방향으로 연결된 다수의 반사
판 그룹을 하나로 연결하여 신호를 인가하기 위한 터미널배선(276)을 기판의 외곽에 구성한다.

상기 터미널배선(276)은 패널의 양측에 구성되어, 상기 하나로 연결된 반사판 그룹을 홀수번째와 짝수번째로 나누어 
구성할 수 있다.

이때, 신호 입력단자(278)는 어레이기판의 양측에 각각 두 개를 만들면 된다. 다른 방법으로는 상기 터미널 배선(276)
이 기판의 주변을 따라 구성되며 모든 반사판 그룹과 연결된 구조이다.

이와 같이 구성하면, 상기 다수의 반사판에 신호를 인가할 신호 입력단자(278)는 하나만 구성해 주면 된다.

다음으로, 다음으로, 도 8d에 도시한 바와 같이, 상기 반사판(272)이 형성된 기판(230)의 전면에 벤조사이클로부텐(
benzocyclobutene)과 아크릴(acryl)계 수지(resin)를 포함하는 투명한 유기절연물질 그룹 중 선택된 하나를 증착하
고 패턴하여 제 5 절연층(280)을 형성한다.

다음으로, 상기 제 5 절연막(280)을 패턴하여, 상기 드레인전극(252)을 노출하는 드레인 콘택홀(282)과 상기 게이트
패드(244)를 노출하는 게이트패드 콘택홀(286)과, 상기 데이터패드(256)를 노출하는 데이터패드 콘택홀(288)을 형
성한다.

이와 동시에, 상기 반사판(272)과 구성된 터미널배선(276)의 일 측 끝단에 구성된 직류전압 입력단자(278)의 일부를 
노출하는 입력단자 콘택홀(290)을 형성한다.

다음으로, 8e에 도시한 바와 같이, 상기 다수의 콘택홀이 형성된 제 5 절연막(280)상에 인듐-틴-옥사이드(Indium-
tin-oxide)와 인듐-징크-옥사이드(Indium-zinc-oxide)를 포함한 투명 도전성 금속그룹 중 선택된 하나를 증착하
고 패턴하여 상기 노출된 드레인전극(152)과 접촉하면서 상기 화소영역(P)상에 구성된 화소전극(263)과, 상기 게이
트패드(244)와 접촉하는 게이트패드 단자(292)와 상기 데이터패드(256)와 접촉하는 데이패드 단자(294)를 형성한
다.

동시에, 상기 반사판에 전달한 신호를 입력받는 입력단자와 접촉하는 투명한 입력단자 전극(296)을 형성한다.

전술한 구성에서, 상기 액티브층의 확장부(237)와 상기 스토리지전극(242)이 제 , 제 2 캐패시터 전극의 기능을 하여 
제 1 스토리지 용량부(C1 )를 구성하고, 상기 스토리지 전극(242)과 상기 화소전극(263)이 각각 제 1, 제 2 캐패시터 
전극의 기능을 하여 제 2 스토리지 용량부(C2 )를 구성한다.

전술한 바와 같은 방법으로 본 발명에 따른 폴리실리콘 박막트랜지스터를 포함한 반사투과형 액정표시장치용 어레이기
판을 제작할 수 있다.

전술한 구성은, 상기 반사판과 상기 투명한 화소전극이 상기 데이터배선의 일부와 겹쳐지는 구성에서, 상기 어레이기판
의 표시영역에 구성된 다수의 반사판을 하나로 연결하고, 상기 반사판에 직류전압을 인가할 수 있다.

따라서, 상기 반사판에 인가된 직류전압이 인가되면, 상기 반사판과 상기 화소전극 사이에 발생하는 기생용량에 의한 
화소전압의 왜곡현상을 보정할 수 있다.

결과적으로, 상기 화소전극과 데이터배선이 겹쳐지는 부분에서의 화소전압 왜곡을 방지 할 수 있으므로, 이 부분에 위
치하는 액정분자가 정상적으로 동작할 수 있게 된다.

따라서, 선명한 화질을 가지는 반사투과형 액정표시장치를 제작할 수 있다.
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    발명의 효과

전술한 바와 같은 본 발명에 따른 방법으로 반사투과형 어레이기판을 제작하게 되면 아래와 같은 효과가 있다.

첫째, 공정수가 감소하므로 생산성이 향상되는 효과가 있다.

둘째, 상기 반사판과 화소전극을 데이터배선의 상부로 연장 형성하고 상기 반사판에 소정의 직류전압을 인가하는 구조
임으로, 상기 데이터배선과 상기 화소전극 및 반사판이 겹치는 면적에서 발생하는 기생용량에 의한 화소전압의 왜곡 없
이 반사율을 개선할 수 있는 구조이다. 따라서, 선명한 화질을 가지는 액정패널을 제작할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판과;

상기 기판 상에 반도체층인 액티브층과 게이트전극과 드레인전극 및 소스전극의 순서로 구성된 박막트랜지스터와;

상기 게이트전극과 연결되고 일 끝단에 소정면적의 게이트패드를 포함하는 게이트배선과, 상기 게이트배선과 소정간격 
이격되어 평행하게 구성되는 스토리지전극과;

상기 게이트배선과 교차하여 다수의 화소영역을 정의하고, 상기 소스전극과 연결되며 일 끝단에 소정면적의 소스패드를 
포함하는 데이터배선과;

상기 액티브층에서 상기 화소영역으로 소정면적 연장된 확장부와;

상기 확장부의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성되는 반사판에 있어서,

상기 화소영역을 정의하는 데이터배선의 일 측 상부에 연장하여 구성되는 동시에, 다수가 서로 연결되어 구성된 반사판
과;

상기 반사판의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성되는 동시에 상기 화소영역을 정의하는 데이터배선의 일 측 상부에 연
장형성 되고, 상기 드레인전극과 접촉하는 화소전극

을 포함하는 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 액티브층의 하부에 버퍼층을 더욱 구성하는 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 버퍼층은 질화실리콘(SiNx )과 산화실리콘(SiO2 )으로 구성된 무기절연물질 그룹 중 선택된 하나인 반사투과형 
액정표시장치용 어레이기판.

청구항 4.
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제 1 항에 있어서,

상기 스토리지배선은 상기 게이트 배선과 동일층 동일물질로 구성된 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 서로 연결된 다수의 반사판을 기판의 외곽에서 하나로 연결하는 터미널배선이 더욱 구성된 반사투과형 액정표시
장치용 어레이기판.

청구항 6.

기판을 준비하는 단계와;

상기 기판 상에 반도체층인 액티브층과 게이트전극과 드레인전극 및 소스전극의 순서로 박막트랜지스터를 형성하는 단
계와;

상기 게이트전극과 연결되고 일 끝단에 소정면적의 게이트패드를 포함하는 게이트배선과, 상기 게이트배선과 소정간격 
이격되어 평행하게 스토리지 전극을 형성하는 단계와;

상기 게이트배선과 교차하여 다수의 화소영역을 정의하고, 상기 소스전극과 연결되며 일 끝단에 소정면적의 소스패드를 
포함하는 데이터배선을 형성하는 단계와;

상기 액티브층에서 상기 화소영역으로 소정면적 연장된 확장부를 형성하는 단계와;

상기 확장부의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성되는 반사판에 있어서,

상기 화소영역을 정의하는 데이터배선의 일 측 상부에 연장하여 구성되는 동시에, 서로 연결되어 구성되는 반사판을 형
성하는 단계와;

상기 반사판의 상부에 절연막을 사이에 두고 구성되는 동시에 상기 데이터배서의 일 측 상부에 연장형성 되고, 상기 드
레인전극과 접촉하는 화소전극

형성하는 단계를 포함하는 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 액티브층의 하부에 버퍼층을 더욱 구성하는 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 액티브층의 하부에 버퍼층을 형성하는 단계를 더욱 포함하는 반사투과형 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 9.
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제 7 항에 있어서,

상기 스토리지 전극은 상기 게이트 배선과 동일층 동일물질로 구성된 반사투과형 액정표시장치용 반사투과형 어레이기
판 제조방법.

청구항 10.

제 7 항에 있어서,

상기 서로 연결된 다수의 반사판을 기판의 외곽에서 하나로 연결하는 터미널배선이 더욱 구성된 반사투과형 액정표시
장치용 어레이기판 제조방법.

도면
도면 1

도면 2
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도면 3
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도면 5a

도면 5b
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摘要(译)

本发明涉及一种包括液晶显示器的半透半反型液晶显示装置，特别是多
晶硅薄膜晶体管。提高了反射率;它使液晶的驱动成为不稳定的状态。因
此，在像素电极和数据线之间不产生如上所述的寄生电容;并且它建议在
反射器中进行连接之后完全授权反射器的预定电压。这样，不会产生液
晶因下侧与数据线和像素电极之间产生的垂直串扰而失真的现象。并且
可以制作清晰图像质量的液晶面板。
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